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INTERFACES ET DISPOSITIFS

La compréhension fondamentale des interfaces semiconducteur/semiconducteur, métal
/métal, semiconducteur/métal constitue un enjeu majeur dans les dispositifs
optoélectroniques et dans les domaines de I'énergie, du patrimoine ... Le groupe EPI
étudie ces interfaces en explorant leurs réactivités a I'échelle micro/nanométrique via
leurs stabilités (corrosion, défaillance, passivation...). Pour cela, les propriétés
optoélectroniques des interfaces sont étudiées et modulées grace au contréle de la
chimie de surface a I'échelle nanométrique (XPS, sonde nano Auger...), en combinant
(photo)électrochimie, bombardements ioniques et vieillissements accélérées. Ces
interfaces peuvent étre également modifiées via des dissolutions sélectives en milieu
aqueux ou par des dépbts nanométriques métalliques et/ou semiconducteurs par (photo)
électrochimie.

Passivation de semiconducteurs
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contrble cette passivation a I'’échelle
nanomeétrique par traitement (photo)
électrochimique dans I'ammoniac liquide
(Patm, -55°C) conduisant a un film nitruré de

0.4 Accumulation Depletion

PPP-H*
type polyphosphazéne. Ces recherches ont 02+
éte valorisées par 2 brevets, 3 extensions a I 00l - < = =t
international, une ANR (EPINAL 2018-22) et Potertial (VAIRR)

un projet prématuration CNRS 2019, porté par EPI.
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Oxydes pérovskites
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Les oxydes pérovskites (ABO3) constituent une classe de

matériaux d’intérét en raison de leurs propriétés fonctionnelles ,.‘LT’.'."”
multiples. Ces études menées en collaboration avec le o
GEMaC (UVSQ) dont I'expertise est reconnue en croissance O
par ablation laser (PLD, Pulsed Laser Deposition) ont permis,
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notamment sur SrVO3, d’élucider la présence d’'une couche
sur-oxydée soluble en milieu aqueux (application aux couches /
sacrificielles) et d’ouvrir la voie a de nouveaux oxydes transparents conducteurs (TCO).
https://anr.fr/Project-ANR-23-CE08-0008

W er-fi
T e it

PUBLICATIONS RECENTES

Appl. Surf. Sci.

Ingénierie chimique
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Dans un contexte a la fois fondamental et appliqué, le groupe a développé des solutions
de gravure spécifiques a des matériaux (I11-V, 1I-VI, I-1lI-VI), aussi bien a I'échelle
nanomeétriqgue que micrometrique. Ces solutions de gravure peuvent permettre soit I’
aplanissement de matériaux présentant une certaine rugosité initiale, soit le retrait
spécifique d’'un matériau sur un systéme multicouche. Des protocoles de modification
contrélée des surfaces sont aussi développés, pour orienter la chimie de surface et les
propriétés associées (passivation, oxydation sélective...).
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Contacts métalliques

Dans les composants électroniques, les
interconnexions métalliques assurent le transport
du courant et doivent présenter des résistivités de
plus en plus faibles. Ces contraintes imposent une
maitrise parfaite des interfaces a I'échelle
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nanomeétrique. EPI étudie la stabilité et la réactivité —
chimique de films métalliques d’épaisseurs \ Leakage I
nanométriques (Cu, Co, Ni, ...) d’'un point de vue o > G "

fondamental (société Aveni) mais aussi Uva low-k (22) Barrier

appliquées (société Linxens).
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Vieillissement

Le vieillissement de matériaux - H m

Exposure to air with a Exposure to air with a Immersion into DI water
absorbeurs solaires est étudié par [ / wanne | >wo0n orre
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éequipe EPI, et plus particulierement I p g P . . \
absorbeur Cu(In,Ga)Se2 (CIGS). AT w m
aide d’'une enceinte climatique, les Gt ofthe s e g the iyl
différents facteurs clés responsables de la réactivité de la surface du CIGS ont été
identifiés (humidité relative, illumination, température et nature de I'atmosphére) et leurs

effets sur la surface du CIGS sont investigues.
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HEMT

Les transistors a haute mobilité
électronique (HEMT), en particulier la

filiere GaN, sont capables de fournir des g e
puissances et rendements de plus en plus [ oo - Aveer
élevés, essentiels au développement ~\*~-1“,1_,.,-—'"JJ'*JJ Z

des nouvelles technologies de
communication. L’équipe EPI étudie les
évolutions chimiques et structurales
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(collaboration C2N) s’opérant aux interfaces des dispositifs afin de comprendre les
mécanismes a l'origine des dérives de comportements électriques (collaboration IEMN)
conduisant a la défaillance de ces composants (projet DGA GREAT).
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Patrimoine
Manoscale Analysis of Cultural Heritage Artefacts by localized Auger Spectroscopy
Dans le cas des objets de nature e samee
métallique, la compréehension de la mg@ ' .
formation des couches de produits de e i
corrosion permet de remonter aux — ANALOGY % e T
meécanismes de corrosion et de \ L&E : Metal Cu

proposer des actions de préservation |
de ces objets du patrimoine. Pour
relever cet enjeu majeur, notre équipe
étudie la nature et I'imbrication des
phases oxydées jusqu’a I'échelle déeca-
nanométrique (nano-Auger), qui constitue une information importante pour le
développement de nouveaux traitements de protection (collaboration LAPA/NIMBE).
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